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2.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์


รูปที่ 2.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ NPN



รูปที่ 2.2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ PNP
2.2 ช่วงการทำงาน
	ช่วงการทำงานของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์มี 3 ช่วงการทำงานคือ ช่วงแอกตีฟ (Active Region) ช่วงคัตออฟ (Cutoff Region) และช่วงอิ่มตัว (Saturation Region) ตังตารางในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 
	Mode
	EBJ
	CBJ

	คัตออฟ
	ไบแอสย้อนกลับ
	ไบแอสย้อนกลับ

	แอคตีฟ
	ไบแอสตรง
	ไบแอสย้อนกลับ

	แซททูเรชั่น
	ไบแอสตรง
	ไบแอสตรง


2.2.1 การทำงานของทรานซิสเตอร์ NPN ในช่วงแอคตีฟ



รูปที่ 2.3 การไบแอสอย่างง่ายของทรานซิสเตอร์ NPN
	สมการ Ebers and Moll Equtions

									(2.1)

									(2.2)

										(2.3)

										(2.4)

									(2.5)
[bookmark: _GoBack]	วงจรสมมูลย์ (Equivalent Circuit Models) 







รูปที่ 1 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์



รูปที่ 2 ซีเนอร์เร็กกูเลเตอร์




รูปที่ 3 แหล่งจ่ายกำลัง
Assignment: งานครั้งที่ 4 
ออกแบบ Linear power supply ที่ใช้ Zener Diode เป็นแรงดันอ้างอิง
· เลือกแรงดันเอาต์พุต 9 V เมื่อแรงดันหม้อแปลง 24 Vrms (Vp = 33.94 V)
· เลือกกระแสเอาต์พุต 1.5 A
· เลือกทรานซิสเตอร์กำลัง เบอร์ TIP31C (100 V, 3 A) หรือ TIP41C (100 V, 6 A)
· เลือกซีเนอร์ไดโอด 
	จากวงจร 	VZD = VBE + Vo
	กำหนด VBE ของทรานซิสเตอร์กำลัง TIP41C @ IC = 1.5 A มีค่าประมาณ 0.8 V – 1 V
	ดังนั้น		VZD = 0.8 V + 9 V
			         = 9.8 V
	จะได้ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N5240B มีค่า VZ = 10 V @ IZT = 20 mA ขนาด 500 mW
· คำนวณตัวต้านทานไบแอสซีเนอร์ไดโอด
	เนื่องจาก IRS = IZD + IBQ1
		IBQ1 = IE1/(β + 1) ; IE1 = IL =1.5 A 
	จาก datasheet βDC = 20 ดังนั้น และ IE1 = IL =1.5 A
		IBQ1 = 1.5 A / (20 +1) = 71 mA จะได้
		   IRS = 20 mA + 71 mA = 91 mA
และจะได้ RS = (Vrec – VZD) / IRS
	          = (33.94 V – 10 V) / 91 mA
	          = 263 Ω 
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